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【はじめに】 AlGaNチャネル HFETは，GaNチャネル HFETに比べ高い阻止耐圧を示すことから，次世

代パワーデバイスとして期待されている．我々はこれまで，格子整合系においても高い 2DEG 濃度が実

現でき，シート抵抗の低減が見込めるAlInNバリアを採用した，AlInN/AlGaNヘテロ構造およびそのデバ

イスについて各種特性を報告してきた[1-4]．更に前回，AlInN バリア構造の大きな課題であった熱的安

定性の向上，およびそれによるオーミックコンタクト抵抗の低減を目的として，AlInN よりも高温で成長でき

るAlGaInNバリア構造を作製し，その 2DEG特性の熱的安定性が従来構造に比べ大幅に改善したことを

報告した[5]．今回，その AlGaInNバリアを用いた AlGaInN/AlGaN HFET を作製し，そのデバイス特性を

評価したので報告する． 

【実験方法】 2 インチ径エピタキシャル AlN(厚さ 1 μm)/サファイアテンプレート上

に，MOCVD 法を用いて AlGaInN/AlGaN ヘテロ構造を成長した．組成は XRD 測

定結果から概算した（Fig.1参照）．このヘテロ構造を用い，Fig.1に示すようなMIS

ゲート AlGaInN/AlGaN HFET を作製した．ゲートおよびソースのオーミック電極

（Ti/Al/Ni/Au=15/80/12/40 nm）を EB蒸着した後，RTA（900℃，30 s，N2）を施した．

その後Al2O3絶縁膜をALDにより堆積し，ゲート電極(Pd/Ti/Au=40/20/60 nm)をEB

蒸着した．デバイス寸法は，Lsd=9.5 μm，Lg=1.5 μm，Lgd=4 μm，Wg=15 μmである．

このデバイスについて，ドレイン－ソース間の I-V特性および伝達特性を測定した．  

【結果と考察】 Fig.2(a)に，作製した AlGaInN/AlGaN HFETの I-V特性の測定

結果を示す．VgはVg=2 Vから-1 Vずつ変化させている．IDSmaxは約 180 mA/mm

であった．VDS>15 Vの領域において，VDSの増加に従い IDSが低下しているのは，

デバイスの自己発熱効果とサファイアの低い熱伝導率によって起こるものと考えられる．Fig.2(b)に，VDS=12 V

における伝達特性の測定結果を示す．Fig.2(b)より，閾値電圧Vthは約-6 V，gmmaxは約 30 mS/mmであることが

分かる．これらの結果から，作成したデバイスは良好なピンチオフ特性を示しており，HFET としての動作を確

認することができた．講演では，これらに加えて TLM によるオーミックコンタクト抵抗の測定や，オフ耐圧の測

定結果を，従来の AlInN/AlGaN HFET のデバイス特性と比較しながら紹介する． 
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Fig. 2 Typical (a) IDS-VDS characteristics and (b) transfer characteristics measured at VDS=12 V, of 

the fabricated AlGaInN/AlGaN HFET 
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Fig. 1 Schematic of the cross 

section of the AlGaInN/AlGaN 

MIS-HFET 
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